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　1. はじめに	

JCCG-461)においてGaN基板の(0001)結晶面垂直軸

をφ軸に沿って回転させるφスキャンFCP　( Fixed 

Chi Phi ) スキャン　［Renninger Scan］２) 法による

GaN結晶基板の新たな評価方法を報告した．今回， 

FCPスキャン［Renninger Scan］パターン強度に関係

する平行X線ビームの光学系条件（波長，発散角，ビー

ム径、受光側のスリットの有無等）とビーム照射面積形

状の依存性を調べた． 	

　3. GaN基板	

　4. 実験結果 　	

第１０回ナノ構造・エピタキシャル成長講演会　ES館　ESホール　　（名古屋大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018.7.13 

　2. FCPスキャン［Renninger Scan］パターン	

Renninger Scanパターン強度は結晶内部の複数結晶面による多
重回折のため，GaN基板の結晶性評価に有効である． 
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Cu-Kα1  と　Kβ　（Niフィルタ未使用）	

φ30°基本領域のCu-
Kβ（0.139 nm:16個)とKα
１（0.154 nm:14個)によ
る GaN c面基板の0001
禁制反射のFCPスキャ
ンパターン	

φ30°基本領域のSR光
(0.135 nm: 19個）による
GaN c面基板の0001禁
制反射のFCPスキャンパ
ターン	SR光 

Φ360°GaN c面基板の0001禁制反射の
FCPスキャンパターン(Renninger Scan 
pattern)	
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　5. まとめ	


